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1. 芯片特点

电源电压：5V

单通道驱动器，驱动 GaN或 Si MOSFET

同相或反相输入

最小脉冲宽度：1. 5ns

上升、下降延迟时间：3ns

上升、下降时间：1ns

输出驱动器电流 7A（pull-up）/4A（pull-down）

封装形式：塑封 DFN6L（2mm*2mm）

工作温度：-40℃～125℃

2. 产品主要用途

激光雷达发射机

自动驾驶辅助系统 ADAS

DC/DC变换器

电源调制器

3. 产品描述

HD1001型超高速 GaN FET驱动器是公司自主设计，并基于国内代工厂工艺流片的模拟

集成电路。该芯片具有快速开关频率和低延迟、窄脉宽、低失真、驱动能力强等特性；尤其

适用于高分辨率、远程激光雷达发射机系统，同样也适用于其它需要高频开关驱动器的应用

场合，例如 DC/DC变换器、自动驾驶辅助系统 ADAS、电源调制器等。HD1001具有欠压锁

定(UVLO)和过温保护(OTP)，以确保设备在意外故障情况下的安全性。

该产品采用塑封 DFN6L（2mm*2mm）封装，工作温度范围为-40℃~125℃。若需要其他

质量等级或不同封装的产品，请与厂家或当地代理联系。

4. 典型应用

HD1001型超高速 GaN FET驱动器典型应用如下图所示：
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5. 管脚排布及定义

HD1001型超高速 GaN FET驱动器管脚排布及定义如下图所示：

图 1 HD1001管脚定义及管脚排布图

表 1 HD1001 芯片管脚说明（DFN6L）

序号
符号

定义
功能 备注

1 IN+ 同相输入 同相输入端

2 GND 地 接地端

3 VDD 电源 电源端

4 OUTH 输出高 Pull-up的输出端

5 OUTL 输出低 Pull-down的输出端

6 IN- 反相输入 反相输入端

Thermal Pad 散热焊盘
通过衬底内部连接到 GND；建议将此焊盘连接到大

面积的铜板接地面
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6. 极限和推荐使用条件

6.1 推荐工作条件

 电源电压(VCC)：5V
 工作环境温度：-40℃~125℃

6.2 极限工作条件

 电源电压(VS)：6V
 结温：150℃
 ESD防护等级：2000V（HBM）

7. 电性能指标

表 2 HD1001 电性能指标

VS=5.0 V,TA = 25C (unless otherwise noted)

符号 参数定义 测试条件
电参数指标

单位
MIN TYP MAX

IDD 静态电流 IN+、IN-接 0V 300 μA
VUVLO 欠压锁定电压 4 4.35 V
VIH 输入高电平 1.7 2.6 V
VIL 输入高电平 1.1 1.8 V
IOH 输出电流 7 A
IOL 吸入电流 4 A
tmin 最小脉冲宽度 1.5 ns
tpdr 上升延迟时间 3 ns
tpdf 下降延迟时间 3 ns
tr 上升时间 1 ns
tf 下降时间 1 ns

8. 使用注意事项

1、电源端 VDD电容推荐

由于驱动器在信号切换过程中电源端有瞬态大电流，为了提高电路可靠性，推荐在电

源 VDD端接一只低 ESR/ESL的电容；电容需要尽量靠近 VDD引脚。

电容容值可以取 0.1μF~1μF，如果开关速度特别快，尽量选择容值较大的电容。

为了进一步提高可靠性，还可以在这只 0.1μF~1μF电容的外侧，再接一只 1μF 0603



V1.0.2

www.qianh-microe.com 深圳市乾鸿微电子有限公司

超高速 GaN FET 驱动器

HD1001

第 4 页 共 5 页

的电容。

2、输出端电阻推荐

为了减小输出端振铃，需要在 OUTH和 OUTL端分别接一只小电阻后，再连接到一

起。电阻取值需至少大于 1Ω，如果对于上升下降时间要求不是特别高，可以选择 2~5Ω

电阻，以进一步降低振铃。

9. 封装典型尺寸

塑封 DFN6L
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